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(54) Title: SURFACE PLASMON RESONANCE SENSOR FOR THE SIMULTANEOUS MEASUREMENT OF A PLURALITY OF 
SAMPLES IN FLUID FORM 

(54) Bezeichnung: SPR-SENSOR ZUR GLEICHZETTIGEN ERFASSUNG EINER VIELZAHL VON IN FLUIDER FORM VOR- 
LIEGENDEN PROBEN 

(57) Abstract 

The invention relates to a surface plasmon resonance sensor for the 
simultaneous measurement of a plurality of samples present in fluid form. The 
aim of the invention is to provide such a sensor which can be arranged into a 
defined array and where the surface plasmon resonance sensors can be produced 
using technology which is simpler and more economical than those produced 
according to the prior art. To this end several strip-like optical wave guides 
(2) are arranged on a planar support (1) at a denned distance to each other in 
such a way that their front faces (21, 22) are flush with opposite sides (11, 12) 
of the planar support (1). Each strip-like optical wave guide (2) in a section 
which is to be brought into contact with the fluid samples has at least one thin 
metal layer (3) which permits the excitation of surface plasmons. Means (14) 
are provided for which separate the measurement zones of the individual thin 
metal layers (3) from each other in such a way that each of the optical wave 
guides (2) can be assigned to only one sample. 

(57) Zusamrnenfassung 

Die Erfindung betriffi einen SPR-Sensor zur gleichzeitigen Errassung 
einer Vielzahl von in fluider Form voriiegenden Proben. Die Aufgabe, einen 
derartigen Sensor anzugeben, der zu einem vorgebbaren Array anordenbar ist, wobei die SPR-Sensoren mittels ^euier veremheiOichten 
Technologie und kostengttnstiger als solche nach dem bekannten Stand der Technik herstellbar sein sollen, wird dadurch gelost, daB auf 
einem planaren Trager (1) mehrere streifenfSrmige Lichtwellenleiter (2), die zueinander in einem definierten Abstandangeordnet sind, 
derart vorgesehen smd, daB sie mit ihren Stirnflachen (21, 22) mit gegenuberliegenden Seiten (11 12 1 des iplanaren Trtgers (1) bUndig 
abschlieBen wobei jeder der streifenfdrmigen Lichtwellenleiter (2) in einem Abschnitt, der mit den fluiden Proben in Kontakt zu bnngen 
ist mit mindestens einer die Anregung von Oberflachenplasmonen ermOglichenden dttnnen Metallschicht (3) versehen ist, wobei Mittel 
(14) vorgesehen sind, die die Erfassungsbereiche der einzelnen dttnnen MetaUschichten (3) voneinander derart trennen. daB jeder der 
Lichtwellenleiter (2) nur einer Probe zuordenbar ist 
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SPR-Sensor zur gleichzeitigen Erfassung einer Vielzahl von in fluider 
Form vorliegenden Proben 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifift einen SPR-Sensor zur gleichzeitigen Erfassung 
einer Vielzahl von in fluider Form vorliegenden Proben, der eine schnelle 
Probenerkennung hn Rahmen vielfiltiger Anwendungszwecke 
erm6glicht. Insbesondere findet der vorgeschlagene Sensor zur parallelen 
oder seriellen Erfassung von Proben, die in Mikrotiterplatten verbracht 
sind, Verwendung. 

Durch die weiter vorangetriebene Automatisierung im Bereich der 
Wirkstoffsuche ist die Fragestellung der Miniaturisierung und 
Parallelisiening von immer groBerem Interesse. Die Miniaturisierung 
von ProbengefaBen und Syntheseapparaturen und die Parallelisierung 
der ablaufenden Prozesse bedingt eine Vielzahl an zu untersuchenden 
Substanzen mit immer weniger Volumen. Daher ist es bei der 
Realisierung neuartiger Detektions- und Sensorsysteme notwendig, 
diese so auszubilden, daB gleichzekig mehrere Messungen parallel 
ablaufen bzw. eine groBe Anzahl von Proben innerhalb kiirzester Zeit 
hintereinander gemessen werden kdnnen und die dafur benotigten 
Substanzmengen minimiert werden. Eine wichtige Rolle kommt dabei 
der Erhohung des Automatisierungsgrades zu. 

Hintergrund der Erfindung ist die Notwendigkeit auch die fur die 
Messung verwendeten Sensoren in einem parallelen und 
ininiaturisierten Format vorzusehen, so daB die Messungen einer 
Vielzahl von Proben in kiirzester Zeit und mit minimalem 
Probenvolumen und -verbrauch, realisiert werden konnen, um damit 
den Durchsatz an zu charakterisierenden Substanzen zu erhdhen. 
Es ist eine sehr empfindhche Methode zur Charakterisierung von 
Grenzflachen bekannt, die als Oberflachenplasmonen-Resonanz- 
Spektroskopie, ubhcherweise als SPR, (Surface Plasmon Resonance) in 
der Literatur bezeichnet wird. Sie Methode beruht auf der optischen 
Anregung von Oberflachenplasmonen in dunnen Metallschichten. Diese 
Methode ist unter anderen nach dem Stand der Technik ausfuhrlich von 
Striebel, Ch.; Brecht, A.; GaugUtz, G. in Biosensors & Bioelectronics 9 
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H994^ 139-146 beschrieben. Die Resonanzbedingungen f* die 
(1994), 13* 140 > o j^gen staik von den optischen 

Anregung der ^JLtm Dielektrikums ab. Die 

Eigenschatode Schfchtdicke dinner dielektriscber 

SET* ^2SSL dem befcannten Stand de, Tecnn* mit 

DTs^S^Xr^-ehmend z.B. in der biocheinischen 
Die SPR-SpaarosKopie Untersirehung der 

Analytik Anwendong, "^J^* m0gIich is, (z.B. 
Wechselwirkung ^T*M eta Reakdonsparmer 

r^r'TX^St^ ZLmvt, der andere 
Slp^er^) ^d ta Wsung *. : die <*-*JJ«; 
Die Wedbselwhtang ist als Setaehtdickenzowaohs eber d.e 

^IS^e^^r^se^-bung der Fa. Biacore 

AB, Rapsgatan • Ucaiiscticbt Wgt. Die m messende Probe 
• f^l Me^tew der modiftrierten Metalloberflaehe to 

crjE^rs* -rrrssr sir 

gemessen. vorrichtungen (WO 94/16312) nutten 

JE^ELT-o einen SPR-Seosor aufcubanen. Dabei 

~S£c2rs: ^ ass 

" Te^ntd'taT^ 

Z^Tiriri zuaatzUch die Stknseite der Faser verspiegeU. An die 
l^tatfdfenc weidee dabei sehr hone Antaderungen 
der SebiWnhon.ogeni.at g^lfc die teenno.og.seh 

« nurmHeinemgroBemAufwandreaUsierbaria. 
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_ _ _ H „ verwendung von lichtleitfesern ist 

m T tet ? ^^MegUchSrSriraUelisierung, da immer 
besonders die begrenzte MogiicnKe angeordnet werden 

einzelne Lichdeitfasern manuell zu einem Array angeo 

mussen. 

Es ist Aufgabc der -"--^^.TSI 
^.ige. ^^'^.CaCy anordenbar is., W obei 

f^S^. ^TT^ «reinbeiuiehtea «- 

X naeb dem befcnmten Stand der Te«bn* 

herstellbar sein sollen. . ictae ^ Merkpale des ersten 

nachgeordneten Ansprttche. 

Di e Brfinduns bed** sicb «^^^££JS5S 

5 Sensorgebiet genau emeProbem Ko»ta« n . ver schiedene 
SPR-WeUenleiterarray bestehend aus n ncu C 

^£££22££ -ob Tecbno.ogien der 

M ^ ^bfTon Sensoren para.le, be rei tzus«euen uad.ne.nem 

Z^Z£T^£*"^ Z SPR-Webenle^a b. 
Sl^Tz B Mikrotiterplatten, zu iotegrieren. Dabei soUen to 
Probenhaner, z. B. mm f vothaIl4 ene Formate von 

SPR-WeUeole,.era™ys an bere,ts abweiebende 

35 Mikrotiterplatteu (96, 386, 15*>, ere.; sua 
Oder neu entwickelte Formate anpaBbar sem. 
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P1 anare Wel.enlei.er toden tamer breuere 

Bntwicklung auf dem Gebiet der integnerten Opbk. Fur die Hersletong 
erne lichfleitende Schicht flachig auf erne* ^Jragema^al 
. v. -k. iw RrechunEsindex des Tiigennatereus oder einer daraut 
H^ Z^k v^Sdeo Sehich, muB kleiner sein, als der der 
"n^TSTsdS m eine nahezn verlustfreie FOhrung des 
U^r^reU^" M» «e Her—*.. cher 
X weW*- erfoUt mi. bekannten Ttata*.^ 
Halbletertechnik uud imegrierten Opbk, TO 

ITs^rahigen Schioh. kann ebenfalls mi. bekannten Techno.og.ea 
narallel in wenigen Schritten vorgenommen werden. 
CwR-S nach voriiegender Erfindung besteh. aus mehreren 
Xa!ens«Snf6rmigen Uchtwe.lenlei.ern, die jeweils zw.scl.ea zwe, 
Sht mindes^ns ein zweidimenaiona.es Me6geb.et 

MeBsebiete sind mit einer SPR-Shigen planaren MetaUschicht 
«^hen Swohl mi. dem weHen.ei<enden Materia. als auch der zu 

' S^S-£?U?!S?-* das lie* enUang des Weueniehers 
SfSESE— Sensorgebie. gefflhr.. to ^orbe^chw^du^ 
die Anrewng von Oberflachenplasmonen das un UchtweUeuleiter 
£g£u* beeinfmB,. Im weueren Verlauf wW das module 

„ Scht^tweder direk. nach dem DurcUaufen der Sensorreg.on ans dem 
TlchtweSter ttber die bekannlen Koppelprinzipien ausgekoppel. 
""n VerarbeUung zugefiimt, Oder es wird dn«h eine an 
to Snrnflache angebracWen reflekuerenden ™ 

35 Koppelmechamsmus , uber den oas i-icm m 
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geiangte, wieder ausgekoppelt und so der weiteren Verarbeitung 
STL Bin- und Aus.opp.ng d. U^es ^ e^und L — - 

anderen Ende handdt es sk* ^ ^ ^ 

Basis der Endreflexion. Tnttjfes _ emge pp Wellenleitersensor 
Seite des Wellenleiters aus, spncnt man von cm 
auf Inline-Transmissionsbasis. 

Me Erfnrdnng sou nachstehend anhand sebemariseher Ausffitaungs- 
beispiele naber eriautert werden. Es zejgen: 

Fig 1 eine erste Ausfuhrur^agliehkeit eines m einem Army 

a^baubareaemdimeosionalenSPR-Sensors 
Fig. laeioe Drauisicht aaf den SPR-Sensor naoh F.g. 1 m en.er 

Ebene X-X, 

tawesentlichen analog zu Fig. 1 ausgebddetist, 
Fig. Sa^TrapeWvische Ansien, eines SPR-Sensors nacb F,g. 1 

Fig Sb^lordoung mebrerer SPR-Sensoren naeb Fig. 3a z» 

<a>R-Sensor-Arrays bestehend aus planaren SPR-Sensoren 
S^TW 1 Oder 2 in eine Mikronterplatte . emer 

pj„ 5 - SPR-Seosore* W obei deren 

* ™Wge Beabsuunlung dnrcb Kttvettenwa.de gebude. * 
Fig 6a enTAnordnnngsn^bkei. eines S^" 8 ^^ J 
8 einzelne Sensor zustttrfi cb von ^ve^togenetftK * 
Fig 6b eine wetee AuabadungsmOghehke.t ernes SPR-Sensor 

Kg! 7 eine weitere An S budungsm6gliehke.t naoh F.g.6b. 
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I„ Fieur 1 ist in einem ersten Ansffltaungsbeispiel em SPR-Sensor to 
l!r T e J^WttdargesteUL Dabe, sind auf einem plan^Tr^rl 

ist. Im Beispiel nacb Fig. 1 ist dabe, von etnem m 

^esefcten 4V*—* J^E^^tJS^ 
Stt^enmebrererpto^erT^ube^m 

S JTch rfo^ vSung die in Fig. 1 dargesteUfcn 

Ma rST , F rS e^^davL in Fig. 1 -r d. Aassebnm 
Z£ S Urn Se llichst g^oBe Stabflitat der eto^en Trtger - 
gezeigt ist um c ^ wrf ^ eiier KristaU-Onenaenmg (1 10) 
g^leiste^tstemSdm^ watw sateecbten 

a^gewanlt, der es ta *+£££SJ^ AnscblieBend wird 
Kanten an wmtgMens ™* ^^J^vD Verfahren, mit SiG 2 

Formgeoung einen Oblicnen TrockenatzprozeB der 

S1^U> dentn, daB parage Strei^ , -J Bretten 
zwisehen 10 m bis 2000 pm und Abstanden zwtscben 10 pm und 

esTSLen der Erfindung ^ 
, G ^^ r ^ nfnm *en derail abzuwandeln, daB aul einem 
' aUe bisiang geoaataen Bescbicbfcngen 
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gaazMchig vorgeaommea werdea aad daraa aaschteBend vermrttds 
CL Vuta Smdcameraagsverf^ die m Fjg. 1 emchlbehe 
Wnte erzeug. wird. In Figur la siad me so eAatteaea Strakbiren 
in Draafsicht eatlaag einer Ebeoe X-X nach Fig. 1 dargestellt. 
Ebeaso liegt es to Rahmea der Erfiadaag, die L.chtweUenle^ 2 aas 
einem aater UV-Uchleniwutaag ausbartbatem Polymer zu fettgea Dm 
wTd eh, fiossiges Polymer, z.B. PMMA, Potycarbona. UV-har^ 
^bstoffe Oder siuziamhallige Polymere (Cyclotene oder 
ORMOCERE), auf den Wafer anfgeschleodert oder vergossen. Die 
StXmerung der LiehtweUenleiter erfolgt mittels betaaater 
Slather Verfahreo vermis eiaer ^S^TSZ 
Maske Dnrch eiae UV-Bestrahlaag werdea die beUehtetea Bereiche 
veiaetzt and veAmtet, die uabehcatetea Bereiche werdea bean 
XSelTtieoer henmsgelost, so daB die beliehteten Bereiehe als 

LiehtweUenleiter 2 verbleiben. , 
Der Quersehnitt der LiehtweUenleiter 2 soU weitestgehend quadm*** 
" Mhrt sein, wobei hersteUungsbedingt Abweichungen auftreten 
SeHnd belkgt im Beispiel naeh Fig. 2 etwa 190 um • 190 um, die 
B^teb d^Finger f betragt ca. 550 - 600 um, wobei die LiehtweUenleiter 
2mittigaufdenFingemfangeordnetseinsoUen. 

Mit einer solehen Dimensionierung wird eine weitestgehende Anpassung 
an Liehdeitfasern, auf die weiter nachstehend eingegangen wird, mit 
Sngigen Durehmessem von 200 um gewahrleistet. Die Lange h der die 
Finger f beinhaltenden Abschnitte betragt im Beispiel 5 mm. 

Unter der Voraussetzung, daB die optische Brechzahl I des Materials fur 
den Trager 1 kleiner ist, als die des aufzutragenden Polymers, und daB 
es nieht absorbierend ist, kann im Beispiel naeh Bg. 2 auf die 
zusatzhche vorherige Aufbringung einer optischen Pufferschicht 13, 
wie in Fig. 1, verzichtet werden. 

Ebenso konnen auch andere Polymere Verwendung finden, die bspw. 
durch Pragen oder andere Replikationsteohniken in die gewunschte 
Streifenform gebracht werden, wobei das verbleibende Material an den 
SteUen, an denen kein Licht gefuhrt werden soli, in seiner Dicke unter 
der kritischen Cut-off-Dicke Uegen muB. 
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Kacb der voraebend ^TSS^S^ 
Ucbwellenleiter •»* - eine ibdeckung bis auf 

Ausabxnngsformen der pmm* ™ Melallsenieht 3 tragen 

die Bere.che geaehu^ ^ to SPR- 

sollen. Danach werden j^^^ ^.m^ nittels Sputtem, 
fibigen Metallage, ^"^T^ ^ abgedecklen, fflmgen 
bescbichtet und mi AnscbluB aaran weiuc. 
Gebiete von der Schwzschicht befreit. 

SZ^a^r VerenLlung der Kanrn^trukturen ist « notwauhg, d,e 

tffi^l Ober das Uch, in die UehtweUenteirer en, 
' rna^^rSlogie^Binbnngende,— gen 

Ausnerunungen in den Trtigerkorper 1. konnen die* 

»or Oder inch dem Aufbringen genarmter Metallsehrcht 3 erzeugt 



25 



30 



Hutch einen erneuten BescbichtungsprozeB, z.B. Sputtem emer 
^ ^ Oder sLrschicht, erfolgen. Dafur wird der Wafer vo, dem 
ganzmchig mit einer ^^f^o^ 
garantiert, daB wahrend der Verspiegelung der Enden die vorher 
auS^hten Strukturen 2, 3 nicht verunreimgt werden. Nach der 
Verspiegelung wird diese Schutzschicht entfemt. 
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In den Beispielen nach den Figuren 1 und 2 sind die einzelnen durch die 
Metallschichten 3 gebildeten SPR-Sensorbereiche durch die 
kammfonnigen Ausnehmungen 14 voneinander gettennt, so dafi jeder der 
IichtweUenleiter 2, z.B. durch Eintauchen in komplementar vertedt 
angeordnete Aufhahmen einer Mikrotiterplatte, nur einer Probe 

zuordenbar ist. „ « 

In Figur 3a ist eine perspektivische Ansicht eines SPR-Sensors nach 
Fie 1 Oder Fig. 2 dargestellt. Zur Realisierang eines Arrays von 
Sensoren werden mehrere derartiger Streifen hintereinander gestapelt 
angeordnet und abseits der Bereiehe, die mit der die Anregung von 
Oterflachenplasmonen ermoglichenden dunnen MetaUschicht 3 versehen 
sind, von einem gemeinsamen Haltemittel erfaBt und voneinander derart 
beabstandet sind, daB ihre Beabstandung bspw. dem Abstand der 
Ausnehmungen eines beliebig vorgebbaren Mikrotiterplatt^irfonnats 
entspricht. Damit sind beliebig anpaBbare Arrays, bspw. 8 ♦ 12, wie 
nach Fig. 3b, von SPR-Sensoren herstellbar. Bin solches Array wird 
vorteilhafterweise nach der Montage in dem Bereich, der mcht die 
SPR-fahige MetaUschicht 3 tragt, in ein Polymer eingegossen, urn dem 
SPR-Wellenleiterarray zusatzlichen Halt zu geben, wie es in Fig. 3b 
schematisch durch einen PolymerblockverguB 6 angedeutet ist. Dieses 
SPR-Wellenleiterarray wird fur Messungen mit einer Mikrotiterplatte, 
die die zu charakterisierenden Proben tragt, in Kontakt gebracht. Dabei 
wird zur Erzielung einer optimalen Messung das SPR-Wellenleiterarray 
soweit in die Mikrotiterplatte 7 eingebracht, bis die SPR-fahigen 
Metallbereiche 3 von einer Probe 8 vollstandig benetzt werden, wie es 
schematisch in Fig. 4 dargestellt ist. 

Ein weitere AnordnungsmOgUchkeit der SPR-Sensoren ist in Figur 5 
angedeutet. In diesem Beispiel erfolgt die gegenseitige Beabstandung der 
einzelnen SPR-Sensoren durch Ktivettenwande 71, die jeweils einen 
Finger f genannter Kammstruktur umfassen. In diesem Beispiel ist em 
SPR-Array nach dem F^<lreflektionsprinzip eingesetzt 
In den Beispielen nach den Figuren 4 und 5 ist weiterhin eine exteme 
Lichtieitfaser 9 dargestellt, die vermittels eines xy-Verschiebetisches uber 
die jeweiligen stirnseitigen Endflachen der LichtweUenleiter 2 prazise 
positionierbar. 
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Dabei koppelt diese Lichtleitfaser 9 Licht einer nicht naher dargesteUten 
WeiBhchtstraMungsqueUe in den jeweiligen LichtweUenleiter 2 ein, wobei 
dieses Licht zum Anregungsbereich der OterHachenplasmonen gefuhrt 
und anschlieBend an der zweiten, verspiegelten Stirnflache reflekuert 
wird Nachdem das gefuhrte Licht den Anregungsbereich das zweite Mai 
nach der Reflexion passiert hat, wird das Licht aus dem LichtweUenleiter 
2 uber die Stirnflache ausgekoppelt und in den gemeinsamen Arm eines 
nicht dargesteUten Faserverzweigers uberfuhrt. Von dort gelangt es bspw. 
in ein nicht dargesteUtes Spektrometer, wo es spektral ausgewertet wird. 
Die Spektrometersteuerung und die Datenerfassung erfolgt 
computergesteuert uber ein PC. , , . 

Eine weitere MOglichkeit der Bestimmung des Spektrums besteht dann, 
das SPR-Array in Transmission zu vermessen. An SteUe ernes 
Faserverzweigers wird eine einfache Lichtleitfaser 9 zur Einkopplung des 
Lichtes in den LichtweUenleiter 2 benutzt. Am Ausgang des 
LichtweUenleiters 2 wird eine zweite Lichtleitfeser positioniert. Diese 
fuhrt das Licht zu einem Gitterspektrometer. Bei emer derarugen 
Konfiguration wird auf die Verspiegelung der Endflache des 
LichtweUenleiters 2 verzichtet. AUerdings vemngert sich die 
Wechselwirkungslange, d.h. die effektive Sensorlange urn 50 %. Das 
Signal ist urn diesen Faktor weniger ausgepragt. Zum anderen mussen 
zwei KoppelsteUen positioniert werden, wodurch sich der apperauve und 
der Justageaufwand eihohen. 

Je nach eingesetzter MeB- und Rechentechnik ist aber ebenso moglich 
jedem der vorgesehenen LichtweUenleiter 2 eine Lichtleitfaser 9 
zuzuordnen, wodurch eine simultane Auswertung aller eingesetzten 
Proben ennogUcht ist. 

In zwei weiteren Ausfuhrungsformen nach den Figur 6a und 6b ist 
vorgesehen, daft die die Erfassungsbereiche der einzelnen dunnen 
MetaUschichten 3 voneinander trennenden Mittel durch mit den planaren 
Trager 1 verbundene Kuvettenwandungen 15 gebUdet sind. Auch dabei 
sind beide vorgenannte Betriebsweisen mfighch. So ist eine Ausfuhrung 
nach Fig 6a fur eine Inline-Betriebsweise ausgelegt; eine nach Fig. 6b, 
durch Aufbringung einer Verspiegelung 4, fur den Betrieb in Reflexion. 
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In Figur 6c ist angedeutet, wie durch eine Mehrfachanordnung, 
vergleichbar der zu Fig. 3b beschrieben Stapelung von einzelnen, mehrere 
SPR-Sensoren tragenden Zeilen nach Fig. 6a, ein SPR-Sensor-Array 
erzeugbar ist. 

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Ausfuhrungsbeispiele 
beschrankt. Wesentlich ist in jedem Fall, da£ planare Trager 1 zum 
Einsatz gelangen, die mit im wesentlichen planaren Lichtwellenleitern 
versehen sind, welche in einem Probenerfassungsgebiet jeweils 
mindestens eine planare SPR-iahige MetaUschicht 3 aufweisen, die 
jeweils ein Probenerfassungsgebiet darstellt, das mit einer Probe in 
Kontakt bringbar ist. Auch liegt es im Rahmen der Erfindung, die 
gescnaffenen SPR-fahigen Bereiche mit offenen Boden voneinander 
beabstandeter DurchfluBkuvetten 16, Fig. 7, in Verbindung zu bnngen, 
die einen gemeinsamen ZufluB 17 und AbfluB 18 aufweisen. 
Insbesondere bei einer derartigen Ausfuhrungsform konnen einer oder 
mehrere der gebildeten DurchfluBkuvetten als Referenzkanale, bspw. 
fur die Kompensation von Temperaturschwankungen, verwendet 

werden. . , 

Wenn im Rahmen der Erfindung von mindestens einem 
zweidimensionalen MeBgebiet die Rede ist, ist darunter zu verstehen, 
daB die als Sensorgebiet vorgesehenen MetaUschicht 3 auch in mehrere 
Teilgebiete 31, 32, 33 unterteilbar ist, wie es in Fig. lb angedeutet ist. 
Ebenso ist der erfindungsgemaBe SPR-Sensor derart verwendbar, daB 
zunSchst eine einzige Probe auf den Sensorgebieten 3 immobihsiert 
wird. Diese ImmobUisierung dient der BereitsteUung einer chemisch 
modifizierten MeBoberflache, mit der eine weitere Probe, bevorzugt m 
L6sung, wechselwirken kann. Im Falle der immobilisierten Probe 
spricht man haufig von Liganden, wobei die Probe in Losung haufig als 
Rezeptor oder Analyt bezeichnet wird. Die Interaktionspartner sind 
somit beispielsweise Ligand-Rezeptor Paare. Ein SPR-Sensor nach 
vorliegender Erfindung erlaubt dann die gleichzeitige Messung emer 
Vielzahl unterschiedlicher Proben (Analyten). 

Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Ansprttchen und der 
Zeichnung dargesteUten Merkmale kdnnen sowohl einzeln als auch m 
beUebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein. 
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Bezugszeichenliste 

1 - planarer Trager 

H 12 - gegentiberliegende Seiten des Tragers 1 

13' - Beschichtung (Pufferschicht) 

14 - Ausnebmungen 

15 . Kuvettenwandungen 

16 - DurchfluBkuvetten 

17 - Zuflufl 

18 - AbfluB 

2 - Lichtwellenleiter 

2i 22 - strinflachen des Uchtwellenleiters 2 

3 ' . SPR-f&hige Metallschicht 

3 1 , 32, 33 - TeUgebiete der Metallschicht 3 

4 ' _ lichtreflektierende Beschichtung 

6 - VerguB 

b - Breite der Finger f 

f - Finger 

h - Lange der Finger f 

X-X - Ebene 
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Patentansprfiche 



1 SPR-Sensor zur gleichzeitigen Erfassung einer Vielzahl von in fluider 
Form vorliegenden Proben, dadurch gekennzeichnet daB auf einem 
planaren Trager (1) mehrere stteifenformige LichtweUenleiter (2), die 
zueinander in einem definierten Abstand angeordnet sm± derart 
vorgesehen sind, daB sie mit Ihren Stirnflachen (2122) nut 
gegentiberliegenden Seiten (11, 12) des planaren Tragers (l) bitadig 
abschlieBen, wobei jeder der stteifenformigen LichtweUenleiter (2) in 
einem Abschnitt, der mit den fluiden Proben in Kontakt zu bnngen ist, 
mit mindestens einer die Anregung von Oberflachenplasmonen 
ermogUchenden diinnen Metallschicht (3) versehen ist, wobei Mittel 
(14- 15) vorgesehen sind, die die Erfassungsbereiche der emzelnen 
dunnen Metallschichten (3) voneinander derart trennen, daB jeder der 
LichtweUenleiter (2) nur einer Probe zuordenbar ist. 

2 SPR-Sensor nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daB den 
* streifenfermigen LichtweUenleitern (2) im wesentUchen em 

quadratischer Querschnitt gegeben ist. 

3 SPR-Sensor nach Ansprach 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
' flachenmaBige Ausdehnung des Querschnitts der streifenfermigen 

LichtweUenleiter (2) der flachenmaBigen Ausdehnung des Querschnitts 
von Uchtleitenden Kerne ubhcher Lichtleitfasera (9) angepaBt ist. 

4 SPR-Sensor nach Ansprach 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine im Bereich der Proben vorgesehene Stirnflache (22) der 
streifenformigen LichtweUenleiter (2) mit einer hchtreflekuerenden 
Beschichtung (4) versehen ist. 

5 SPR-Sensor nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, daB die die 
Erfassungsbereiche der einzelnen dunnen Metallschichten (3) 
voneinander trennenden Mittel durch in den planaren Trager (1) 
eingebrachte kammformige Ausnehmungen (14) gebUdet sind. 
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6. SPR-Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die die 
Erfassungsbereiche der einzelnen dunnen Metallschichten (3) 
voneinander trennenden Mittel durch mit den planaren Trager (1) 
verbundene Kuvettenwandungen (15) gebildet sind. 

7. SPR-Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
planare Trager (1) aus Silizium gefertigt und zurnindest unterhalb der 
streifenfbrmigen LichtweUenleiter (2) mit einer Beschichtung (13), 
bspw. Si0 2 , versehen ist, deren optischer Brechungsindex kleiner ist, 
als der optische Brechungsindex des Materials, bspw. 
Siliziumoxynitrid, das fur die streifenfbrmigen LichtweUenleiter (2) 
eingesetzt ist. 

8. SPR-Sensor nach Anspruch 1 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB fur 
den planaren Trager (1) ein Siliziumwafer mit einer 
(110>Kristallorientierung gewahlt ist. 

9. SPR-Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
planare Trager (1) aus einem Material gefertigt ist, dessen optischer 
Brechungsindex kleiner ist, als der optische Brechungsindex des 
Materials, bspw. einem Polymer, das fur die streifenfbrmigen 
LichtweUenleiter (2) eingesetzt ist. 

10. SPR-Sensor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die die 
Erfassungsbereiche der einzelnen dunnen MetaUschichten (3) 
voneinander trennenden Kiivettenwandungen (16) untereinander fiber 
einen gemeinsamen ZufluB (17) und AbfluB (18) verbunden sind. 

11. SPR-Sensor nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Finger (f) des planaren Tragers (1), die von 
diesen getragenen streifenfbrmigen LichtweUenleiter (2) mit ihren die 
Anregung von Oberflachenplasmonen ermbgUchenden dunnen 
Metallschichten (3) jeweUs von Ausnebmungen (8) einer 
Mikrotiterplatte (7) aumehmbar sind. 
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12. SPR-Sensor nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
streifenformigen LichtweUenleiter (2) mit ihren die Anregung von 
Oberflachenplasmonen ermdglichenden dtinnen Metallschichten (3) 
und gegebenenfeUs mit einer reflektierenden stitnseitigen Beschichtung 
(4) versehenen LichtweUenleiter (2) jeweils unter Zwischenanordnung 
einer Schicht mit einem niedrigeren optischen Brechungsindex als der 
des LichtweUenleiters an einer Wandung einer Ausnehmung einer 
Mikrotiterplatte (7) angebracht sind. 

13. SPR-Sensor nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB mehrere die streifenfbrmigen 
LichtweUenleiter (2) und die ubrigen genannten Baugrappen (3 und ggf . 
13, 4) tragende planare Trager (1) abseits der Bereiche, die mit der die 
Anregung von Oberflachenplasmonen ermoghchenden dunnen 
MetaUschicht (3) versehen sind, von einem gemeinsamen Haltemittel 
erfefit und voneinander derart beabstandet sind, daB ihre Beabstandung 
dem Abstand der Ausnebmungen eines beUebig vorgebbaren 
Mikrotiterplattenformats entspricht. 

14. SPR-Sensor nach 13, dadurch gekennzeichnet, daB das gemeinsame 
Haltemittel durch einen VerguB (6) gebUdet ist, der die 
UchtweUenleitenden Eigenschaften der streifenformigen 
LichtweUenleiter (2) und die erste Stimflache (21) optisch unbeeinfluBt 
laBt. 
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